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１．概要（Summary） 

半導体製造装置では真空保持を目的として O リングな

どのエラストマー製の部品が用いられるが、エッチングの

ためのプラズマ照射が行われる空間ではその影響で劣化

は免れない。本研究では弊社で扱う各種エラストマー材

質の各プラズマ条件におけるプラズマ耐性の傾向把握を

目的とし、各材質試験片へのプラズマ照射・質量減少測

定を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ドライエッチング装置、超高分解能電界放出形走査電

子顕微鏡、分析走査電子顕微鏡、3D 測定レーザー顕

微鏡 

【実験方法】 

各エラストマー材質を試料としドライエッチング装置によ

るプラズマ照射・質量減少率の測定を行った。また、プラ

ズマ照射前後のエラストマー表面を SEMにて観察し、評

価を行った。 

使用したプロセス条件 

ガス種： O2, CF4 

照射時間：0.5～１時間 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

エラストマーの配合を変更することで、従来品より

もプラズマ照射による質量減少が少ないエラストマー

＝耐プラズマ性を有するエラストマーを得ることがで

きた（Fig. 1）。なお、この結果は、O2 リッチの条件の

時に成り立つものであり、CF4 リッチの環境では同様の

結果とならないことが判明した（Fig .2）。

 

Fig. 1 Weight loss ratio after exposure to plasma 

in case of O2 rich. 

 

 

Fig. 2 Weight loss ratio after exposure to plasma 

in case of CF4 rich. 

 

 これらの結果により、「耐プラズマ性」と一言に言っても、

プラズマ照射条件により耐性は大きく変わることが分かっ

た。 今後は条件を変更することで多方面から各エラスト

マーの耐プラズマ性について研究を行う。 
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